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РЕФЕРАТ 

Образцы твердых растворов  Ag8Ge1-xMnxTe6  с со-

держанием марганца x=0, 0.05, 0.1, 0.2 были изготовлены 

сплавлением в условиях вакуума 10-2Па. Ренгенофазо-

вый анализ системы  Ag8Ge1-xMnxTe6  проведен при 

комнатной температуре, а калориметрические исследо-

ваний при температурах 100-900К. Исследованы элек-

трические, тепловые свойства растворов Ag8Ge1-xMnxTe6 

в широком интервале температур. В интервале темпера-

тур 80-750К изучены особенности полевых зависимо-

стей удельной намагниченности , а также 

восприимчивости состава Ag8Ge0.8Mn0.2Te6. Определена 

температура магнитного фазового превращения «маг-

нитный порядок-магнитный беспорядок» состава 

.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Синтез новых магнитных материалов 

сложного состава, в которых особым образом 

взаимосвязаны магнитные, электрические и 

оптические свойства, обусловленные особен-

ностями кристаллической структуры и элек-

тронно-зонного строения, является актуальной 

задачей физики конденсированного состояния. 

Магнитные полупроводники, претерпевающие 

фазовые переходы типа металл-диэлектрик и 

магнитные фазовые превращения как по тем-

пературе, так и по концентрации являются 

перспективными материалами для создания 

нового поколения устройств микроэлектрони-

ки [1]. Тройное соединение Ag8GeTe6 со слож-

ной кристаллической структурой и сравни-

тельно большой по размерам элементарной 

ячейкой имеет низкую теплопроводность 

(0,25Вт/мК) и ширину запрещенной зоны 

0,4эВ [2-6]. Элементарная ячейка соединения 

Ag8GeTe6 принадлежит пространственной 

группе  с кубической сингонией пара-

метром a=11,58±0,02Å [2]. В Ag8GeTe6 наблю-

дались четыре фазовые превращения: два пер-

вого рода (структурные) при 223К и 245К и 

переходы второго рода при 156К и 170К. В 

публикациях [7,8] указывается на тот факт, что 

все фазовые превращения связаны либо с ку-

бической структурой ( ), либо с псев-

докубической (R3). Это объяснено следствием 

неравномерного распределения ионов Ag+ по 

междоузлиям кристаллической ячейки. Изме-

нения основных кинетических параметров при 

полиморфных превращениях создают условия 

использования таких составов при разработке 

электрических переключателей, усилителей 

напряжения, устройств для преобразования 

тепловой энергии в электрическую, а также в 
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качестве веществ для аккумулирования энер-

гии в батареях накопителей [5-8]. 

 Несомненный интерес представляют 

твердые растворы замещения на основе соеди-

нения Ag8GeTe6, например, замещение герма-

ния марганцем. Известно, что, изменяя состав 

твердого раствора, можно управлять парамет-

рами кристаллической структуры и температу-

рой фазовых переходов. Элементы примеси 

замещения приводят к нарушению потенци-

ального поля и периодичности в кристалле. 

Вокруг дефектов и атомов примеси образуется 

область деформации, искажающая кристалли-

ческую решетку. Такие дефекты в ионных 

кристаллах значительно уменьшают свобод-

ный пробег фононов, что приводит к низкой 

теплопроводности. Выбор марганца в качестве 

ионов замещения обусловлен необходимостью 

получения р-типа проводимости, с одной сто-

роны, а с другой, марганец, как магнитная 

примесь, приведет к более значительной де-

формации кристаллической решетки и, следо-

вательно, к уменьшению теплопроводности. 

 В работе [9] при добавлении марганца к 

тройному соединению Ag8GeTe6 нами получе-

ны твердые растворы замещения. Рентгено-

структурными исследованиями показано, что с 

увеличением содержания катионов марганца в 

твердых растворах Ag8Ge1-xMnxTe6 рентгенов-

ские рефлексы смещаются в сторону меньших 

углов, демонстрируя увеличение размеров 

элементарной кристаллической ячейки основ-

ной фазы. Все образцы p-типа приобретают 

высокое сопротивление ниже перехода при 

температурах 180-220К. Электропроводность 

всех составов в диапазоне 220-300К увеличи-

вается за счет прыжкового механизма, а при 

температурах T>320К наблюдается полупро-

водниковая характеристика. Исследованием 

спектров импеданса образцов установлено, что 

при 80К твердые растворы ведут себя как од-

нородный диэлектрический материал. При вы-

соких температурах и частотах внешнего элек-

трического поля выявлена существенная роль 

границ зерен в проводимости. Диэлектриче-

ская аномалия, возникающая на низких часто-

тах, также связана с эффектом, проявляющим-

ся в границе зерен. 

 В настоящей работе исследованы элек-

трические, тепловые и магнитные свойства 

растворов Ag8Ge1-xMnxTe6. Из-за слабости маг-

нетизма меньших составов изучены удельная 

намагниченность и магнитная восприимчи-

вость только состава Ag8Ge0.8Mn0,2Te6 в диапа-

зоне температур 5-600К в магнитных полях с 

индукцией В=±14Тесла.  

 

СИНТЕЗ ОБРАЗЦОВ И МЕТОДЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

 Твердые растворы Ag8Ge1-xMnxTe6 с раз-

личной концентрацией марганца (x=0; 0,05; 

0,1; 0,2) синтезировались в два этапа. На пер-

вом этапе элементы Ag, Ge, Te и Mn в стехио-

метрическом соотношении помещались в ам-

пулу, затем вакуумировались до давления 

1,3МПа и запаивались. Ампула вибрировала и 

постепенно нагревалась до температуры 

1250К, в течение 4 часов выдерживалась при 

этой температуре, а затем отжигалась при 900К 

в течение 50 часов. На втором этапе синтези-

рованный материал измельчался в агатовой 

ступке и просеивался через сито 100мкм. Затем 

прессованием его порошка под давлением 

0,6ГПа были получены образцы круглой и па-

раллелепипедной формы. Образцы гомогени-

зировались при температуре ~800К в течение 

50 часов.  

   Для аттестации образцов были выполне-

ны рентгеноструктурный и дифференциально-

сканирующий калориметрический анализы. 

Рентгенофазовый анализ образцов проводился 

на дифрактометре Bruker D2 Phaser в диапа-

зоне углов от 5 до 80 градусов с использовани-

ем Cu Kα-излучения. Калориметрические ис-

следования проводились в диапазоне темпера-

тур 100-900К на сканирующем дифференци-

альном калориметре (ДСК) «NETZSCH DSC 

204F1» (Германия) в атмосфере аргона. В ка-

честве эталонного вещества был выбран сап-

фир, скорость нагрева составляла 10К/мин, 

скорость подачи инертного газа (аргона) - 

20мл/мин. Микроструктурный и элементный 

анализы проводились на электронном микро-

скопе SEM JEOL 6610 LV, оснащенном энер-
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годисперсионной рентгеновской спектроско-

пией EDX. 

   Электрические параметры измерены ме-

тодом компенцации в интервале температур 

200-700К. При измерении вольфрамовые зон-

ды использованы как электрические контакты.  

Световым импульсным нагревом [10] измере-

ны температурные зависимости температуро-

проводности. При измерении использована 

фотовспышка мощностью 120Дж, продолжи-

тельность вспышки составлял 10-3 секунд. 

Между образцом и лампой-вспышкой поме-

щали кварцевый световод. Поверхность образ-

ца была зачернена сажей для увеличения по-

глощения света, а также предотвращения по-

явления фотоэффекта. Нагрев образца дости-

гался при 1-2К после вспышки света.  

   Измерена пoндеромоторным методом 

удельная намагниченность и магнитная вос-

приимчивость твердого раствора 

Ag8Ge0.8Mn0,2Te6 в интервале температур 

80÷750К. Погрешность измерения пондеромо-

торным методом (использована сертифициро-

ванная установка) величины удельной намаг-

ниченности σm составляет 0.05А∙м2∙кг, а 

удельной магнитной восприимчивости      

χ=10–11м3/кг. Термостат установки позволяет 

изучать зависимости χ=f(T) и σm=f(T) в усло-

виях непрерывного режима измерений без пе-

реустановки образца в диапазоне температур 

от ~80 до 1400К. Полевые зависимости удель-

ной намагниченности σm=f(В) изучены в маг-

нитных полях с индукцией ±14Тесла при тем-

пературах 4.6, 40, 80 и 295К с использованием 

измерительного комплекса, созданного компа-

нией Cryogenic Ltd [11].  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

   Дифрактограммы твердого раствора 

Ag8Ge1-xMnxTe6 (х=0; 0.05; 0.1; 0.2) представ-

лены на Рис.1. Анализ показал, что получен-

ные растворы имеют структуры, идентичные 

соединению Ag8GeTe6, однако при содержании 

10% и 20% марганца рефлексы незначительно 

смещаются в сторону малых углов, т.е. введе-

ние атомов марганца приводит к сжимаемости 

решетки [12]. Все рефлексы образца 

Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 идентичны тройному соеди-

нению Ag8GeTe6, кроме рефлекса при угле 28.8 

градусов, который соответствует соединению 

MnTe2 [13], однако из-за его малого количества 

он слабый.   

Результаты анализа ДСК для образцов 

Ag8Ge1-xMnxTe6 при x = 0; 0,05; 0,1 и 0,2 пока-

заны на Рис.2. Как видно, ниже комнатной 

температуры есть только два эндотермических 

пика (225K; 243K), а выше комнатной обнару-

жены еще три эндотермических пик при 303; 

418 и 638K для соединения Ag8GeTe6. 

 
Рис.1 

Дифрактограммы твердого раствора Ag8Ge1-xMnxTe6. 
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Рис.2 
DSC анализ твердого раствора Ag8Ge1-xMnxTe6. 

 

   Следует отметить, что сведения о низко-

температурной структуре Ag8GeTe6 неодно-

значны, сведения о высокотемпературной 

структуре отсутствуют. По данным авторов 

[3,4] соединение Ag8GeTe6 принадлежит про-

странственной группе  с Z=4, а постоян-

ная решетки a=11,58±0,02Å. По данным Ка-

ваджи и Атаке [6] в соединении Ag8GeTe6 

наблюдаются четыре перехода: переходы пер-

вого рода (структурные) при 223К и 245К и 

переходы второго рода при 156К и 170К.  

   В образцах Ag8Ge1-xMnxTe6 ниже ком-

натной температуры мы наблюдали те же два 

эндотермических пика, что и в соединение 

Ag8GeTe6.  

   Для получения качественной информа-

ции об элементном составе образцов использо-

вали сканирующий электронный микроскоп 

(SEM) модели JEOL, оборудованный энерго-

дисперсионной рентгеновской спектроскопией 

(EDX). Элементные анализы, проведенные на 

SEM микроскопе, соотвествуют составу твер-

дого раствора [9]. 

   Измерениями коэффициента Холла и 

термо-эдс в области температур 100-650К вы-

явлен p-тип проводимости для исследуемых 

кристаллов. Как отмечено в [6,7], при меньшем 

или большем отклонении от стехиомет-

рического состава атомов Te образцы сплава 

Ag8GeTe6 были получены как n-типа, так и p-

типа. Основная причина того, что у нас полу-

чены кристаллы Ag8GeTe6 p-типа, связана с 

испарением небольшой части атомов Te при 

плавлении образца, а то, что твердые растворы 

Ag8Ge1-xMnxTe6 также имеют проводимость p-

типа, связано с электронной конфигурацией 

атомов Mn.  

На Рис. 3 представлены температурные 

зависимости электропроводности сплавов 

Ag8Ge1-xMnxTe6. Все образцы приобретают вы-

сокое сопротивление ниже перехода при тем-

пературах 180-220К. Электропроводность в 

диапазоне 220-300К увеличивается, а при тем-

пературах T>320К во всех составах наблюда-

ется полупроводниковый ход.   

Согласно теории Мотта [15] электриче-

ская проводимость в диапазоне 220-300К про-

исходит по прыжковому механизму из локали-

зованного состояния, расположенного в узкой 

энергетической зоне близкой к уровню Ферми. 

Транспорт через локализованные состояния 

происходит в результате перескока носителей 

заряда от одного локализованного центра к 

другому. Прыжковая проводимость возникает 

в компенсированных полупроводниках при 

переходе между ближайшими соседними цен-

трами при низких температурах. 
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Рис.3 
Электропроводность растворов Ag8Ge1-xMnxTe6. На сноске зависимость  

 

   При слабой компенсации доноров в при-

месной зоне энергетическая зависимость плот-

ности состояний проходит через максимум. 

Это происходит при энергии ионизации мак-

симально изолированного донора. Когда 

начальный и конечный центры перескока 

близки, они имеют энергии близкие к макси-

мальной плотности состояний. Чтобы прыжок 

состоялся, следующий центр должен быть пу-

стым. Прыжковая проводимость сильно зави-

сит от концентрации примесей, и такое изме-

нение обычно описывается как экспоненци-

альная зависимость. Следует отметить, что 

экспоненциальная зависимость проводимости 

от концентрации примесей является основным 

экспериментальным свидетельством прыжко-

вой проводимости. Мы проанализировали 

температурные зависимости проводимости  

(T) в интервале температур 220-300K с исполь-

зованием соотношения Мотта [15,16]. 

 

                  ,             (1) 

 

где  ,  g (μ) - плотность уров-

ней Ферми локализованных состояний, r - ра-

диус локализованных состояний вблизи уровня 

Ферми, kB - постоянная Больцмана, а β зависит 

от размерности системы (β=21) [16]. 

   Было обнаружено, что данные дают ли-

нейные графики Мотта в определенном диапа-

зоне температур. Структурный беспорядок, 

примеси внедрения, вакансии и дислокации 

искажают периодичность кристаллической 

структуры, создавая локализованные состоя-

ния с энергией, попадающей в запрещенную 

зону идеального кристалла. 

На вставке к Рис. 3 показана зависимость 

ln (T1/⁄4). Как видно, в интервале температур 

220-300K для твердых растворов             

Ag8Ge1-xMnxTe6 выполняется моттовская зави-

симость (1). Величина T0 определяется накло-

ном линии в координатах ln(T1⁄4). Используя 

представленные экспериментальные данные, 

мы рассчитали плотность уровней Ферми ло-

кализованных состояний для Ag8Ge1-xMnxTe6: 

g(μ)=1.3781018 (x=0); 1.6841019эВ1см–3 (x=0.05); 

6.3811018эВ–1см–3 (x=0.10) и 3.2741019эВ–1см–3 

(x=0.20). 

   Полученные данные дают возможность 

предположить, что в этом интервале темпера-

тур перенос заряда в этих материалах обуслов-

лен перескоками носителей заряда между ло-

кализованными состояниями в узкой энергети-

ческой зоне вблизи уровня Ферми. 

   На основе данных а(Т) при температурах 

300-550К по формуле к=аС, (где  - плот-

ность вещества, С-теплоемкость образца) вы-

числена теплопроводность образцов. Темпера-
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турные зависимости теплопроводности пред-

ставлены на Рис.4. Как видно, до температуры 

200К зависимость k(Т) уменьшается, в интер-

вале температур 214-238К происходит фазо-

вый переход, а в интервале 240-340К она ано-

мально возрастает, в интервале 340-360К ста-

билизируется и при Т>360К слабо уменьшает-

ся.   

 
 

Рис.4 
Теплопроводность твердого раствора Ag8Ge1-хMхTe6. 

 

   Вклад носителей в теплопроводность 

рассчитан по формуле Видемана-Франца  

  

                       (2) 

 

где kel - теплопроводность, обусловленная но-

сителями заряда, kB - постоянная Больцмана 

(1.3810-23J/К),  - электропроводность, 

e=1.610-19J - энергия носителя заряда. Tепло-

проводность, обусловленная носителями заря-

да увеличивается с 10-5 до 6·10-4 и ее значение 

ближе к добавочной теплопроводности.  

   Из-за большого количества атомов в 

элементарной ячейке (более 60) при более вы-

соких температурах в фононном спектре коли-

чество оптических фононов больше, чем коли-

чество акустических фононов. Ангармонизм 

колебаний приводит к корреляции движения 

атомов и атомных множеств в эквивалентных 

точках кристаллической решетки. В результате 

этого механизм распространения колебаний в 

кристалле нарушается, каждый атом колеблет-

ся независимо от другого и происходит лока-

лизация высокочастотных колебаний.  

 
 

Рис.5 
Электронный часть теплопроводности твердых   

растворов Ag8Ge1-хMхTe6. 

 

   Если длину свободного пробега фононов 

l рассчитать по формуле  

 

           k=Cpvl/3 ,                          (3) 

 

а Cp определить по закону Дюлонга-Пти по 

формуле 

 

                                  Cp(JK-1mol-1)=3nR,             (4) 

 

где n - количество атомов, R - постоянная Рид-

берга R = 8.314JK-1моль-1 и значение теплопро-

водности (вычисленные по данным температу-

ропроводности) при комнатной температуре 

k=0.15-0.2Вт·K-1м-1, скорость распространения 

звука в кристалле 1750м·с-1 [6 или 7], то по 

формуле (3) получается: l=4.7-5,2Å. Как видно, 

длина свободного пробега фононов в два-три 

раза меньше постоянной решетки (11.58Å) [8]. 

В веществе, если свободный пробег фононов в 

пределе постоянной решетки или меньше, теп-

ло передается, в основном, за счет обмена 

энергией соседних атомов. Температурная за-

висимость теплопроводности в таких кристал-

лах такая же, как и в аморфных веществах при 

более высоких температурах. 

Температурные зависимости удельной 

намагниченности σm=f(T) и обратной величины 

удельной магнитной восприимчивости 10-

2\χ=f(T) твердого раствора Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 в 

интервале температур 5-300К представлены на 

Рис.6 и Рис.7. На вставках рисунков приведены 
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эти же зависимости для интервала температур 

300-600К.  
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Рис.6 
Температурные зависимости удельной 

намагниченности Ag8Ge0.8Mn0,2Te6. 
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Рис.7 
Температурные зависимости обратной величины 

магнитной восприимчивости Ag8Ge0.8Mn0,2Te6. 
 

   Ход зависимости 0,01/χ=f(T) в интервале 

температур 65-600 К позволяет сделать вывод 

о существовании в низкотемпературной обла-

сти антиферромагнитного упорядочения с тем-

пературой магнитного фазового превращения 

«магнитный порядок - магнитный беспорядок» 

при TN~90К. Эффективная температура Кюри-

Вейсса состава Ag8Ge0.8Mn0,2Te6 по модулю со-

ставляет , а эффективным маг-

нитный момент антиферромагнитного упоря-

дочения составляет µeff≈0,7µБ магнетонов Бора 

в соответствии с соотношением  

 

              ,  ,           (5) 

 

где M - молекулярный вес, α - угол наклона 

экстраполяции прямолинейной части парамаг-

нитной составляющей выше TNв зависимости 

0,01/χ = f(T)к оси температур до ɵeff Кюри-

Вейсса.  

   Обе температурные зависимости, как 

удельной намагниченности σm=f(T), так и об-

ратной величины магнитной восприимчивости

 0,01/χ= f(T) указывают на температуру пере-

хода состава Ag8Ge0.8Mn0,2Te6 в парамагнитное 

состояние при TN~90К.  

   Анализируя фрагмент зависимости 

0,01/χ=f(T) в интервале температур 300-600К 

на вставке Рис.7 твердого раствора 

Ag8Ge0.8Mn0,2Te6, можно видеть небольшое из-

менение её наклона при температуре 470К. Это 

является следствием проявления наличия по-

лиморфного превращения из ромбической 

сингонии в кубическую, характерного для 

Ag8GeTe6 при температуре Т~500К. 

   На Рис.8 представлены полевые зависи-

мости σm=f(B) удельной намагниченности 

твердого раствора Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 при темпе-

ратурах 5К, 40К, 80К и 300К.  

 

 
Рис.8 

Полевые зависимости удельной намагниченности 

σ=f(B) Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 при температурах  

5 К, 40 К, 80 К и 300 К. 
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   В магнитных полях до 0,05Тесла имеет 

место проявление эффекта магнитного гисте-

резиса небольшой величины, сопровождающе-

еся малыми значениями изменения остаточной 

удельной намагниченности (до 0,01Еmu/g) и 

величин коэрцитивной силы в единицах маг-

нитной индукции Тесла (до 0,03Тесла). 

В Таблице 1 приведены остаточная 

удельная намагниченность и коэрцитивная си-

ла петель магнитного гистерезиса при темпе-

ратурах 5, 40, 80 и 300К. Эксперимент демон-

стрирует, что полевые зависимости не выходят 

на насыщение даже в поле с индукцией 

В=15Тесла. 

 

Таблица 1 
Остаточная удельная намагниченность и коэрцитивная 

сила петель магнитного гистерезиса. 

 
Т, К 5 К 40 К 80 К 300 К 

Остаточная 

удельная 

намагничен- 

ность, 

Emu/g 

4,2∙10-3 5,0∙10-3 1,7∙10-3 1,6∙10-3 

Коэрцитивная 

сила, kOe 

2,4 2,2 2 1,4 

 

   Это позволяет сделать вывод, что компо-

ненты, образующие твердый раствор 

Ag8Ge0.8Mn0.2Te6, не обладают дальним маг-

нитным порядком со строгим упорядочением 

магнитных моментов небольшой величины. 

Эксперимент показывает, что при температу-

рах Т90К для твердого раствора 

Ag8Ge0.8Mn0.2Te6, вероятнее всего, характерен 

только слабый ближний магнитный порядок 

разкомпенсированного антиферромагнитного 

состояния с преобладанием парамагнитной со-

ставляющей в исследуемом составе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   Синтезированы твердые растворы 

Ag8Ge1-xMnxTe6 (x=0; 0.05; 0.1; 0.2) с кубиче-

ской сингонией упаковки атомов. Путем рент-

геноструктурных исследований установлена 

идентичность структур твердых растворов 

Ag8Ge1-xMnxTe6 (х=0; 0,05; 0,1; 0,2) с тройным 

соединением Ag8GeTe6. 

   Длина свободного пробега фононов в 2-3 

раза меньше постоянной решетки, и поэтому 

свободный пробег фононов находится в преде-

ле постоянной решетки или меньше, тепло пе-

редается, в основном, за счет обмена энергией 

между соседними атомами. Поэтому темпера-

турная зависимость теплопроводности в таких 

кристаллах такая же, как и в аморфных веще-

ствах при более высоких температурах и ее 

увеличение с температурой связано с вкладом 

носителей заряда. 

   Показано, что введение марганца при-

водит к сжимаемости решетки Ag8GeTe6, по-

явление деформационного поля нарушает пе-

риодичность решетки, что усиливает рас-

сеяние носителей тока и фононов. Миграция 

ионов также усиливает деформационное поле, 

и в результате длина свободного пробега фо-

нонов уменьшается и становится в 2,5 раза 

меньше, чем постоянная кристаллической ре-

шетки. Из-за ангармонизма колебаний решетки 

сплавы проявляют низкую теплопроводность. 

   В интервале температур 80-750К опреде-

лены величины удельной намаг-ниченности и 

магнитной восприимчивости. Исследованы 

особенности полевых зависимостей удельной 

намагниченности σ=f(B) состава 

Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 при температурах 5К, 40К, 

80К и 300К. Установлено, что температура 

магнитного фазового превращения «магнит-

ный порядок-магнитный беспорядок» у соста-

ва Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 равна ТN~90К, а эффектив-

ная температура Кюри- Вейса θeff=|-260K|, что 

указывает на наличие антиферромагнитного 

упорядочения магнитных моментов состава 

Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 при Т90 К. 
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Ag8Ge1-xMnxTe6  BƏRK MƏHLULLARIN TRANSPORT VƏ MAQNİT XASSƏLƏRİ 

 

R.N.RƏHİMOV, A.S.QƏHRƏMANOVA, D.H.ARASLI, A.Ə.XƏLİLOVA, İ.X.MƏMMƏDOV 

A.M.JİVULKO, V.İ.MİTYUK, K.İ.YANUŞKEVİÇ 

 

   Tərkibində müxtəlif miqdarda manqan olan Ag8Ge1-xMnxTe6 (x=0, 0,05, 0,1, 0,2) bərk məhlullar 10-2Pa qədər havası 

sovrulmuş ampullarda 5 saat titrəyişlə əridilib. Nümunələrin rentgen analizi otaq temperaturunda, kalorimetrik analizi isə 

100÷900K temperaturlarda aparılıb. 
Alınmış kristallarda elektrik və istilik xassələri geniş temperatur bölümündə tədqiq olunub.  Ag8Ge1-xMnxTe6 tərkibli 

kristalda 80-750K temperatur bölümündə, həmçinin 5, 40, 80 və 300K temperaturlarda xüsusi maqnitlənmənin maqnit 

sahəsindən asılılığı (σ=f(B)) öyrənilib. “Maqnit nizamdan - maqnit nizamsızlığa” faza keçidin temperaturu müəyyən edilib. 
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TRANSPORT AND MAGNETIC PROPERTIES OF  Ag8Ge1-xMnxTe6  
SOLID SOLUTIONS 

 

R.N.RAHIMOV, A.S.KAHRAMANOVA, D.G.ARASLY, A.A.KHALILOVA, I.Kh.MAMEDOV,  

A.M.ZHIVULKO, K.I.YANUSHKEVICH 

  

Samples of Ag8Ge1-xMnxTe6 solid solutions with manganese content x=0, 0.05, 0.1, 0.2 were prepared by fusion under 

vacuum conditions of 10-2Pa. X-ray phase analysis was carried out at room temperature, and calorimetric studies were carried out 

at temperatures of 100-900K.  

Electrical and thermal properties of Ag8Ge1-xMnxTe6 solutions were studied in a wide temperature range. The magnetic 

properties in the temperature range 80-750K and the field dependences of the specific magnetization σ=f(B) at temperatures of 

5K, 40K, 80K and 300K were studied. The temperature of the magnetic phase transformation “magnetic order - magnetic disor-

der” of the composition Ag8Ge0.8Mn0.2Te6 was determined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


